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川添・大津らが行った非金属を用いた近接場光学系の非共鳴条件下での一連の実験 [1]は，今ま

で認知されていない光学のレジームのものであり，電場・磁場の概念が破綻し，線型応答はベクト

ルポテンシャル（VP）を原因，反磁性電流を結果とするロンドン方程式が支配することを前回の

発表：19a437-1と-2で述べた．これらの系での特有の現象の原因は，物質に内在する電磁場：ドレ

スト光子（DP）と考えられる．その著しい効果はフォトンブリーディング（Photon Breeding, PB；

発光してほしい波長の光を照射しながらキャリア電流を流すアニーリングの手法）で，それによ

り間接遷移型半導体が発光デバイス，磁気光学デバイスになる [3]．DPによる PBの効果を理論的

に記述するために，スカラーポテンシャル（SP）・VPを対等に扱う非線型応答理論 [2]と，非相対

論系での誘導電荷密度・誘導電流密度の次の変換不変性を利用する（場の量はすべて４元表示）．
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SPに繰り込まれたVPの２次の項が変換前の非共鳴応答に相当する．PB後には光学フォノンの

キャビティが形成されると考えられ，VPは TOフォノン，外磁場，入射光からなる．２次の項は，

DPを含むこれらの寄与の２つの間に強い相互作用を約束する．ここで，PBの効果は TOフォノ

ンのVPの２次の項が多数回関わると考えてみる．Heisenberg描像での摂動論によればこのプロセ

スによる発光は次の誘導電流密度を源泉とするものになる：
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右辺の多重積分以下の部分は摂動の作用積分であり，一つの交換子にともなう積分値が系統的に

iℏc程度になれば大きな寄与をする非線型過程となる．作用積分の増強には， ĵ(0) µ(x) = (cρ̂(x), ĵ(x))

からなる代数の非可換性，キャビティによる TOフォノンの VPの振幅の増大，変換された SP中

の VPの２次の項が強調される非共鳴条件が揃うことが必要であり，その可能性を議論する．
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